
图1

22

23

1/5



2/5

图2
11
12

13
14

1516 17

16 17

16 17

16
17

16 17

16 17

1112
13 14
15

1112
13 14
15

1112
13 14
15

1112
13 14
15

1112
13 14
15

第一次湿刻

第一次干刻

氧气灰化

第二次湿刻

第二次干刻

灰阶光罩



3/5

91

92

图3

93

90

91

92

图4

93

90



4/5

第一次湿刻

第一次
氧气灰化

第一次干刻

第二次
氧气灰化

第二次湿刻

第三次
氧气灰化

第二次干刻

10 20
30
41

10 20
30
41
42

新设计的
灰阶光罩

5040

4254

10 20
30
41

42

10 20
30

54

41
42

80

80

80

80

80

10 20
30

54

41
42

10 20
30
41
4255

10 20
30
41
4255

80
45

44

44

44

44

20
30
41
4255

54

80

81 82 83

图5
10

811812 812 811811
812

813

80



5/5

图6

对所述光阻层进行灰化处理，减薄光阻层的厚度直至凹槽暴
露出金属导线结构

进行第二次湿刻，由所述金属导线结构形成源漏极

S5

进行第二次干刻，在有源层结构上形成沟道，得到有源层
，形成TFT结构

进行第一次干刻，由半导体层形成有源层结构

进行第一次湿刻，由所述源漏极金属层形成金属导线结构

S2

S3

S4

S6

S7

提供一半透光光罩，在所述源漏极金属层上涂布光阻材料
，利用所述半透光光罩对光阻材料进行曝光，显影，得到光
阻层，所述光阻层包括相互间隔的第一光阻图形、第二光阻
图形及第三光阻图形；所述第一光阻图形、第二光阻图形及
第三光阻图形均包括中间部以及位于中间部两侧的边缘部
；所述第一光阻图形的中间部还设有凹槽

S1
提供衬底基板，在衬底基板上形成栅极、栅极绝缘层、半
导体层及源漏极金属层
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